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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、カーボンナノチューブ（CNT）膜を基盤としたセンサー開発を目的と
している。
膜のバンドギャップは、センサーの応答感度に大きく影響するため、バンドギャッ
プの理解が必要不可欠である。
そこで本研究では、光電子分光/逆光電子分光（UPS/LEIPS）測定により、CNT膜
の価電子帯と伝導帯状態を観測し、バンドギャップの算出を目的とする。

実験
Experimental

一平方センチメートルのCNT膜をメタルマスクに固定し、紫外線照射によ
りUPS/LEIPS測定を行った。

結果と考察
Results and Discussion

本CNT膜は、チャージアップの影響もほとんどなく、問題なくバンドギャップ情報
を抽出することができた。
膜の伝導帯は、-3.64 eVであり、価電子帯は、-7.59 eVに観測された。
この結果からバンドギャップは、3.95 eVと算出された。
通常、単分散のCNTのバンドギャップは、0.1 eV程度であることから、今回の結果
は大きく異なるものであった。
これは、膜状態と単分散状態の違いに由来するものだと考察している。
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図1. カーボンナノチューブのUPS/LEIPS測定の結果
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